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1. Цели и задачи выполнения практических работ
Целями выполнения практических работ являются:

1. Закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины – «Физические основы микроэлектроники» и др;

2. Развитие у студентов способности самостоятельно  решать задачи, связанные с расчетом и выбором элементной базы микроэлекторники;

3. Обучение использованию научной и справочной литературы;

4. Развитие навыков оформления работы в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД.

Задачами выполнения практических работ являются:

способность собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности (ПК-2); 
способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники (ПК-14); 
- способность участвовать в технологической подготовке производства приборов различного назначения и принципа действия (ПК-15);
- способность анализировать поставленные исследовательские задачи в области приборостроения на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации (ПК-22);
Темы практических занятий 

	№ ПЗ
	№№ разделов дисциплины (модуля)
	Наименование практических работ
	Кол-во часов

	
	
	Четвертый  семестр
	

	1
	1.5
	Изучение модели электропроводности Друде-Лоренца
	2

	2
	2.2
	Изучение процессов прохождения частицы через потенциальный барьер
	4

	3
	2.5
	Изучение структуры энергетических зон в полупроводниках
	4

	4
	3.5
	Изучение распределения носителей заряда в полупроводниках
	3

	5
	4
	Изучение контактных явлений в металлах и полупроводниках
	3

	Итого
	16

	
	
	Пятый семестр
	

	6
	5.1, 5.3
	Изучение динамических характеристик p-n-перехода
	2

	7
	5.5
	Изучение эффектов пробоя p-n-перехода
	4

	8
	5.6
	Изучение характеристик туннельных и обращенных диодов
	4

	9
	10.2
	Изучение работы МОП-конденсатора
	3

	10
	10.1, 10.2
	Изучение характеристик полевых транзисторов
	3

	Итого
	16

	Всего
	32
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